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КРАТКОЕ АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЕ СВЕДЕНИЕ 

Родился 30 мая 1945 года в селе Бехруд Ордубадского района Нахи-

чеванской АР. Имеет высшее образование по специальности физик, 

преподаватель физики. Женат. Имеет 3 детей и 5 внуков. Азербай-

джанец. Проживает в городе Баку. 

ОБРАЗОВАНИЯ, УЧЕНЫЕ СТЕПЕНЬ И ЗВАНИЯ 

1968 - Окончил Азербайджанский (теперь Бакинский) Государствен-

ный Университет, Физический факультет с «отличием», специальность 

«физика». Был удостоен «Ленинской Стипендии», благодаря 

высокому достижению в учебе. 

 

1971 - Физико-Технический  Институт АН СССР (РАН), Ленинград 

(Санкт-Петербург) аспирант по специальности «Физическая 

электроника» 

1972 - защитил кандидатскую диссертацию по теме «Природа неос-

новных горячих носителей в германий». Кандидат физико-математи-

ческих наук, 
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1979 – доцент, 

1979 - защитил докторскую диссертацию по теме «Электронные про-

цессы в неоднородных полупроводниках типа монокристаллов А3B6 со 

слоистой структурой».  

1979- Доктор физико-математических наук. 

1981 - Профессор 

 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1963-1968 - Студент физического факультета Бакинского Государст-

венного Университета 

1968-1969 - Младший научный сотрудник Института Физики АН Азер-

байджана 

1969-1972 - Аспирант Физико-Технического Института АН СССР (г. 

Санкт-Петербург) 

1972-1975 - Ассистент физического факультета Бакинского Государст-

венного Университета 

1975-1979 - Старший преподаватель физического факультета Бакин-

ского Государственного Университета 

1979-1981 - Доцент физического факультета Бакинского Государст-

венного Университета 

1981-1988 - Профессор физического факультета Бакинского Государ-

ственного Университета 

1988-1989 - Декан физического факультета Бакинского Государствен-

ного Университета 

1989-1992 - Профессор физического факультета, научный руководи-

тель и главный научный сотрудник НИЛ «Твердотельной электроники» 

Бакинского Государственного Университета 

1992-1993 - Заведующий кафедрой Физической электроники Бакин-

ского Государственного Университета, научный руководитель и глав-



ный научный сотрудник НИЛ «Твердотельной электроники» Бакин-

ского Государственного Университета 

1993-2000 - Заместитель Министра и и.о. Министра Образования 

Азербайджанской Республики, Заведующий кафедрой Физической 

электроники Бакинского Государственного Университета 

с 2000 года - Заведующий кафедрой Физической электроники Бакин-

ского Государственного Университета, профессор 

 

ПРЕДМЕТЫ, КОТОРЫЕ ПРЕПОДАЕТ 

Основы оптоэлектроники 

Физика электронных приборов 

Материаловедение 

 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИ-

ЦИРОВАННЫХ КАДРОВ 

Научный руководитель  

 - 21 магистра  

30 кандидатов физико-математических (докторов философии по фи-

зике): 

1975, Низами Микаил о. Мехтиев – Исследование 

электролюминесценции и эффекта переключения в монокристаллах 

InSe, GaSe и GaS, 

1975, Aйдын Гасан о. Кязым-заде  - Исследование некоторых 

неравновесных электронных процессов в монокристаллах n-InSe и  p-

GaSe, 

1978, Aбдуллах Амруллах о. Ахмедов – Исследование низкочастотных 

осцилляций тока в монокристаллах InSe и некоторых долговременно 

релаксирующих проводимостей в монокристаллах GaSe, 

1980, Гамза Самед о. Сеидли - Исследование некоторых 

неравновесных электронных процессов в монокристаллов TeHgCd 0802 , 



1982, Валех Кулу о. Мамедов – Электронные свойства 

монокристаллов 2CuInSe  гетеропереходов на их основе, 

1982, Эльхан Юнис о. Салаев – Стимулированные проводимости и 

неустойчивости тока в монокристаллах селенида галлия, 

1983, Ягуб Гасан о. Гасанов – Электронные явления, обусловленные 

перезарядкой локальных уровней, в неоднородном полупроводнике 

типа монокристаллов селенида индия, 

1984, Рамиз Руслан о. Агаев – Влияние магнитного поля и 

неоднородности состава на генерационно-рекомбинационные 

процессы в монокристаллах TeHgCd xx 1  (0,18Х0,20), 

1984, Исмаил Кадир о. Исмаилов – Электрические и 

фотоэлектрические свойства монокристаллов TeHgCd xx 1  

(0,23Х0,50)  в слабых электрических полях, 

1984, Абдужаббар  Ахатович Муминов – Электрические и 

фотоэлектрические свойства монокристаллов бора, 

1984, Физза Махмуд к. Новрузова - Электрические и 

фотоэлектрические свойства монокристаллов TeHgCd xx 1  с 0,50Х0,95 

в слабых и сильных электрических полях 

1985, Физули Исрафил о. Мамедов – Влияние радиационных 

дефектов на фотоэлектрические и электрические свойства 

монокристаллов TeHgCd xx 1  при 0,20Х0,50, 

1985, Хураман Дамирган к. Джалилова – Электронные свойства 

эпитаксиальных слоев TeSnPb xx1  и  (0,18х0,22) фотодиодов на их 

основе, 

1986, Октай Меджид о. Садыхов – Влияние легирования на 

неравновесные электронные процессы в монокристаллах селенида 

индия, 

1987, Намиг Гаджихалил о. Дарвишов – Электронные и 

колебательные спектры кристаллов со структурой шеелита и твердых 



растворов на их основе, 

1989, Нусрат Гудрат о. Садыгов Влияние дефектов на электронные 

процессы в монокристаллах кадмий-ртуть-теллур, 

1989, Мирфатулла Мирисмаил о. Сеидов – Эффекты, обусловленные 

перезарядкой примесных уровне, в пространственно неоднородных 

полупроводниках типа монокристаллов селенида галлия 

1989, Людмила Николаевна Егорова – Влияние радиационного 

облучения на электронные свойства монокристаллов TeHgCd xx 1  с 

0,25Х0,95  , 

1990, Айдын Мусейиб о. Гусейнов – Влияние легирования гольмием и 

гадолинием на электронные и физико-химические свойства 

монокристаллов селенида индия, 

1995, Рена Фикрет к. Бабаева – Влияние легирования на электронные 

процессы в частично-неупорядоченных полупроводниках типа 

монокристаллов селенида индия, 

1996, Наиля Али к. Рагимова – Распад и аннигиляция экситонов в 

квазидвумерных монокристаллах 63BA  и 6
2

33 CBA , активированных 

редкоземельными ионами, 

1999, Ровнаг Мирза о. Рзаев – Электронные свойства монокристаллов 

селенида галлия, легированных диспрозием, 

2001, Гусейн Микаил о. Мамедов – Фотоэлектрические и 

фотолюминесцентные свойства пленок халькогенидных 

полупроводников типа SZnCd xx1  и xxSeCdS 1  и структуры на их основе, 

2001, Эльшан Фаяз о. Насиров – Электрические и фотоэлектрические 

свойства пленок yxx SeZnCd 1  осажденных из раствора, и структур на их 

основе, 

2005, Гюльтакин Хидаят к. Эйвазова – Электрические и 

фотоэлектрические свойства легированных диспрозием 

монокристаллов селенида индия и гетероструктур на их основе 



2007, Гасан Аскер о. Гасанлы – Электрические и фотоэлектрические 

свойства гетероструктур, созданных методом электрохимического 

осаждения на основе тонких пленок SZnCd xx1  и yySeCdS 1 , 

2008, Сабина Икрам к. Амирова – Электронные процессы в тонких 

пленках твердых растворов типа yyxx SeSZnCd  11  и структурах на их 

основе,  

2008, Айтен Таир к. Багирова – Инжекционные и генерационнл-

рекомбинационные процессы в легированных диспрозием слоистых 

кристаллах селенида галлия, 

2009, Шамсаддин Аллахверди о. Аллахвердиев – Электронные 

явления, связанные перезарядкой локальных уровней в легированных 

гольмием кристаллах селенида галлия, 

2014, Вюсаль Усуб о. Мамедов – Электронные свойства тонких пленок 

)(11 yyyxx SeTeSZnCd   и структур )(/ 11 yyyxx SeTeSZnCdnGaAsp   

полученных методом электрохимического осаждения.   

 

Научный консультант 7 докторов наук: 

1989, Гамза Самед о. Сеидли – Электронные свойства 

монокристаллов твердых растворов кадмий-ртуть-теллур, 

1991, Низами Микаил о. Мехтиев - Генерационно-рекомбинацйионные 

процессы в сильно-анизотропных селенидах VIIII BA  и   VIIIIII CBA 42 , 

2005, Юсиф Гушу о. Нуруллаев – Электрон-дефектное 

взаимодействие в частично-неупорядоченных кристаллах, 

2006, Маариф Али о. Джафаров – Электронные процессы в 

монокристаллах некоторых соединений типа 62BA  и химически 

осажденных пленках твердых растворов на их основе,  

2009, Рена Фикрет к. Бабаева – Особенности электронных явлений в 

частично-неупорядоченных полупроводниках типа легированных 



редкоземельными элементами кристаллов VIIII BA  со слоистой 

структурой и гетероструктурах на их основе, 

2014, Ровнаг Мирза о. Рзаев – Влияние дрейфовых барьеров на 

электронные явления в слоистых полупроводниках типа кристаллов 

моноселенидов VIIII BA , 

2017, Гусейн Микаил о. Мамедов – Особенности электронных 

процессов в пленках и структурах на основе полупроводников 

VIIIII CBA , осажденных электрохимическим методом.  

 

НАСТОЯЩИЕ НАУЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ 

Изучение особенностей электронных процессов в различных час-

тично-неупорядоченных  кристаллических полупроводниках, тонких 

пленках и контактных  структурах на их основе. 

     Впервые: 

- Наблюдал эффекта «Бенедикса», обусловленного разогревом 

свободных носителей заряда в полупроводниках электрическим 

полем; 

- В монокристаллических полупроводниках обнаружил аномальную 

фотопроводимость, фотоэлектрическую- и электрическую 

утомляемость;  

- Показал возможность управления степенью упорядоченности 

частично-неупорядоченных кристаллических  полупроводников 

путем легирования их  редкоземельными элементами; 

- Экспериментально обнаружил и  выяснил причину разогрева 

свободных носителей заряда электрическим полем в 

полупроводниках с малой холловской подвижностью. 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕМИИ И ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ: 



1976 - Лауреат «Премии Комсомола» в области науки и техники 

1993 - Лауреат «Гранта Международного фонда Сороса» в области 
науки 

2005 – «Ученый года», Бакинский Государственный Университет 

2009 – « Один из 100 ученых года , Международный Биографический 

Центр (Кембридж), 

2009 – «Человек года» Американский Международный Биографиче-

ский Институт, 

2015 – Почетная Грамота Министерства Образования Азербайджан-

ской Республики, 

2015 - Почетная Грамота Бакинского Государственного Университета, 

2017 – «Преподаватель года»,  Бакинский Государственный 

Университет  

УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ, СЕМИНАРАХ И СИМПО-
ЗИУМАХ 

Участвовал с более 80 научными  докладами на 70 различных Между-

народных Научных Конференциях и Симпозиумах.  

В том числе: 

1971,1974,1977,1980, 1989 - Международный Симпозиум «Физика 

плазмы и электрические неустойчивости в твердых телах» 

(Вильнюс, Литва), 

1973 - V Всесоюзное совещание по электролюминесценции (Ставро-

поль, Российская Федерация), 

1973 - Международная конференция «Проблемы диэлектрической 

электроники» (Ташкент, Узбекистан), 

1977, 1980, 1989 - Международный симпозиум по электрической неус-

тойчивости и плазмы в полупроводниках (Вильнюс, Литва), 

1977 – Всесоюзная конференция по микроэлектронике и физике по-

лупроводниковых приборов (Тбилиси, Грузия), 



1980 - III Всесоюзное совещание по глубоким уровням в полупровод-

никах (Ташкент, Узбекистан), 

1982 - III Всесоюзная конференция по физическим процессам в полу-

проводниках и гетероструктурах (Одесса, Украина), 

 1982 - VIII Всесоюзная конференция по физике полупроводников 

(Баку, Азербайджан), 

1983 - VI Всесоюзный симпозиум по полупроводникам с узкой запре-

щенной зоной и полуметаллом (Львов), 

 1985 - Всесоюзное совещание по физике узкозонных полупроводни-

ков (Москва, Российская Федерация),   

1986 - III Всесоюзное совещание «Физика и технология широкозонных 

полупроводников» (Махачкала , Российская Федерация),  

1989 -  V Всесоюзный симпозиум «Плазма и неустойчивости в полу-

проводниках» (Паланга, Литва), 

 1989, 1991 - Всесоюзная научная конференция «Фотоэлектрические 

явления в полупроводниках» (Ташкент, Узбекистан; Ашхабад, 

Туркмения), 

 1991 - 3-ая Всесоюзная научно-техническая конференция «Материа-

ловедение халькогенидных полупроводников» (Черновцы, Ук-

раина), 

 1991 – «Радиационная физика твердого тела» I региональная конфе-

ренция Республик Средней Азии и Казахстана (Самарканд, Узбе-

кистан), 

1993 –  Первая Российская конференция по физике полупроводников 

(Нижний Новгород, Российская Федерация),   

1997, 1999 – Физические проблемы материаловедения полупровод-

ников (Черновцы, Украина), 

2000, 2002, 2004, 2006, 2008 - Международная научно-техническая 

конференция «Актуальные проблемы твердотельной электроники 

и микроэлектроники» (Таганрог, Российская Федерация),  



2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 - Международная 

научно-техническая конференция по фотоэлектронике и приборам 

ночного видения (Москва, Российская Федерация),  

2002, 2004, 2006, 2010, 2016. - Международная научная конференция 

«Технические и физические проблемы энергетики» (Баку, Азер-

байджан, Тебриз, Иранская Республика, Анкара, Турция, Бильбао, 

Испания), 

2004, 2006 - Международная конференция оптоэлектроники, нанотех-

нологии и микросистемы (Ульяновск, Российская Федерация),  

2004, 2006, 2016, 2018 - Международная конференция «Аморфные и 

микрокристаллические полупроводники» (Санкт-Петербург, Рос-

сийская Федерация),  

2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 – Международный 

симпозиум по материаловедению (Страсбург, Франция) 

2004 - Международная научная конференция по неорганическим ма-

териалам (Антверпен, Бельгия), 

2005 - Международная конференция «Физика-2005» (Баку, Азербай-

джан), 

2006 - Международная научная конференция и школа-семинар "Акту-

альные проблемы твердотельной электроники и микроэлектро-

ники" (Дивноморское, Российская Федерация),  

2008 – Пятая Международная научно-техническая конференция «Ак-

туальные проблемы физики» (Баку , Азербайджан), 

2009 - Международная научная конференция, посвященная 90-летию 

БГУ (Баку, Азербайджан),  

2010 - Международная научно-техническая конференция Европей-

ского Общества Материаловедения (Варшава, Польша), 

2013 - Международная научная конференция «Актуальные проблемы 

физики» (Баку, Азербайджан), 



2013, 2014, 2015 - Международная научная конференция «Фундамен-

тальные и прикладные вопросы физики» (Ташкент. Узбекистан), 

2013 - Международная научно-техническая конференция «Микро-

электронные преобразователи и приборы на их основе» 

(Сумгаит, Азербайджан),  

2015 - Международная научная конференция «Опто-, наноэлектро-

ника, физика конденсированных сред и высоких энергий» (Баку, 
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